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高密度ポリエチレンを中心とした高分子フィルムに対し，立ち上り 1 ns の高電圧パルスを印加し，
その破壊遅れ時間を測定している。広範囲な温度領域にわたる測定結果と電極効果の存在などから，
170 0 K以下での高密度ポリエチレン，室温でのポリエチレンフタレートの破壊機構は，主に電極か
ら注入された電子を初期電子とする電子なだれ破壊であり，前者では2150 K 以上，後者では3730 K の温
度では，主に試料内部から放出された電子を初期電子とするいくつかの電子なだれの協力による破壊
であるとの推定を行なっている。形成遅れ時間はいず、れの場合も 1 n s に近い値を示し，極めて短いこ
ことが明らかになっている。
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構によりその破壊値が著しく低下することを述べている。また， KCl (100) の破壊前駆光を高速度
の光電子増倍管により測定した結果を示し，破壊現象との関連について示している。
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i )高密度ポリエチレンの低温域での破壊の形成遅れから，なだれ電子の移動度を求めると o. 3~ 0.6 
ワ】? ?A吐
cnf/sec V となり，低電界で求められた移動度10--8 ~ 10-- 10よりはるかに大きいことを見出している o
ii) KCI 単結晶の針対平板電極でのナノ秒パルス破壊には著しい極性効果があり，同一電界下で正ス





う発光があることを見出し，この発光の観察から正ストリーマは KCI では<100 >方向， NaCI では
(110 >方向に進展するが，負ストリーマは両方の結晶とも< 100 >方向に進展することを見出して
いる。
v) 針対平板電極配置で KCI 単結晶とシリコン油の複合誘電体のナノ秒破壊を追究し正ストリーマが
シリコン油から KCI 単結晶へは進入しやすいが KCI 単結晶からシリコン油へは進入し難いことを
見出し，これを界面にわけるストリーマ先端電界の相異に帰している。
以上述べたように本論文は電気絶縁工学上重要な多くの新知見を含むと共に，材料の絶縁耐力向上
に有益な指針を与えるものであり電気材料工学上寄与する所が大きい O よって本論文は博士論文とし
て価値あるものと認める。
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